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１．概要（Summary） 

超音波イメージング用プローブにナノリソグラフ技術に

よ り 作 製 し た MUT(Micro-machined Ultrasonic 

Transducers)を利用することで、バルク圧電材による従

来プローブと比べ、高感度・高分解能化が実現可能か検

討している。本年度は実用レベルの放射面積を持つよう

MUTを高密度配置したアレイ構造を試作した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

光リソグラフィ装置MA-6、高速大面積電子線描画装置、

高速シリコン深掘りエッチング装置、機械特性評価装置 

【実験方法】 

社内にて SOI ウエハ上に下部電極、PZT 薄膜、上部

電極を積層したサンプルを用意した。東大ナノプラで作製

したガラスマスクと露光装置により、上部電極上にレジスト

マスクを付与、ICP ドライエッチング装置と Ar ガスにてパ

ターンニングした。同様に PZT層も Ar/Cl2ガスにてドライ

エッチング加工を行った。その後、トランスデューサの各

チャネルが所望の放射面形状になるように数100ダイアフ

ラムを並列接続する共通電極をスパッタで作製した。ウエ

ハ裏面側は両面アライメント露光によりレジストマスクを作

製し、ICP-DRIE（Boschプロセス）で深堀り、ダイアフラム

構造を作製した(Fig. 1)。 

その後、評価のため MEMS トランデューサと評価基板

をワイヤーボンディングで配線し、絶縁用パリレン膜を成

膜（社内）した。さらに同サンプルを小型水槽内部に配置

し、純水封止した(Fig. 2)。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は前節記載のプロセスにて作製した MUT ダイ

アフラムアレイの断面光学像である。Fig. 2は制御＆測定

用基板上に、作製した MEMS チップを固定し、さらに水

を封止した状態の超音波トランスデューサ全体像である。

Fig. 3 は同トランスデューサの前面に配置した積層アクリ

ル反射体の各密着断面からの超音波反射波の観察結果

である。画像化に十分な S/Nを有することを確認できた。 

 

 

Fig. 1 Cross-section of fabricated MUT diaphraｇms. 

 

 

Fig. 2 A fabricated multi-channel ultrasound 

transducer in this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Return signals from a layered acrylic 

reflector placed in water. 
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